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１．概要（Summary） 

本研究は、小型の荷電粒子加速器の開発を目的として

いる。本加速器は、イオンを電場で加速させる。イオンが

伝播する領域に局所的な電場を発生させ、イオンの運動

に合わせ順次、局所的な電場のスイッチングを行う。スイ

ッチングには、高耐電圧、短い立上り時間などの電気的

特性に優れた光伝導スイ ッチ （ Photoconductive 

Semiconductor Switch, PCSS）を利用する。PCSS を

構成する半導体基板には、電子移動度が高いガリウムヒ

素（GaAs）基板を使用した。申請者らは本年度、マスクレ

ス露光装置や蒸着装置などを用いて基板上に電極構造

を作製することで PCSSを開発し、そのオン抵抗などの測

定を行ってきた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 ウェハ RTA装置 

 プラズマ CVD装置 

 酸化膜ドライエッチング装置 

 自動スクライバー 

【実験方法】 

本研究では、NIMS 微細加工 PF において PCSS の

作製を行い、KEK ではその電気的特性の評価を行った。

NIMS では、GaAs ウェハに金属電極を取り付け、またそ

の表面に絶縁膜を敷きつけた。その工程としてまず、高速

マスク露光装置で GaAs 基板上に電極の形状に合わせ

露光し、12連電子銃型蒸着装置でその上にNi、Auなど

を蒸着した。そのあとリフトオフし、ウェハ RTA装置でアニ

ールし、電極と GaAs基板をオーミック接合した。さらにプ

ラズマ CVD 装置でスイッチ表面に SiO2の絶縁膜処理し、

最後に自動スクライバーで切り分けることで PCSS を作製

した。作製した PCSS は KEK にて、スイッチ単体でオン

抵抗などを測定し、動作テストを行った。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1に示す実験体系でPCSSのオン抵抗を評価した

結果、5Ω程度と、非常に低い値が得られた。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Experimental setup for a developed PCSS 
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